Практическое задание 1
Тема. Основы проектирования электронных устройств
Лекция 1. Элементы процедуры проектирования 
Лекция 2. Электронные устройства в интегральном исполнении
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
[bookmark: _GoBack]Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf. Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1 
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Задачи и уровни подсистемы конструкторского проектирования

	2
	Основные стадии разработки нового изделия

	3
	Аспекты и уровни проектирования

	4
	Состав конструкторской документации

	5
	Группы схем. Электрические схемы

	6
	Классификация интегральных электронных устройств

	7
	Отечественная система обозначений микросхем

	8
	Система обозначений корпусов микросхем

	9
	Виды обратных связей

	10
	Ограничения использования пассивных элементов в интегральных электронных устройствах

	11
	Надёжность и точность интегральных электронных устройств

	12
	Сложность и универсальность интегральных электронных устройств

	13
	Составные транзисторы

	14
	Биполярно-полевые транзисторы

	15
	Классификация цифровых интегральных схем





 
Бланк выполнения задания 1
Задание 1. Технологические процессы интегральной электронной компонентной базы
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[bookmark: _Toc244695061]Практическое задание 2
Тема. Особенности схемотехнического проектирования цифровых и функциональных устройств
Лекция 3. Особые направления электронной компонентной базы 
Лекция 6. Особенности схемотехнического проектирования цифровых устройств 
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf. Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1 
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Оптоэлектронные устройства

	2
	Фотоприёмные приборы с зарядовой связью

	3
	Принцип действия приборов с зарядовой связью

	4
	Электронные компоненты на поверхностных акустических волнах

	5
	Управление движением поверхностных акустических волн

	6
	Электронные компоненты на цилиндрических магнитных доменах

	7
	Управление движением цилиндрических магнитных доменов

	8
	Все функции 2 аргументов

	9
	Основные законы алгебры логики

	10
	Переключательные функции. Правила их составления

	11
	Минимизация переключательных функций. Метод тождественных преобразований

	12
	Функционально полные системы

	13
	Ограничения системы элементов резисторно-транзисторной логики

	14
	Ограничения системы элементов диодно-транзисторной логики

	15
	Ограничения системы элементов транзисторно-транзисторной логики

	16
	Ограничения системы элементов эмиттерно-связанной логики

	17
	Ограничения системы элементов логики с инжекционным питанием

	18
	Многовходовые элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ n-МОП-логики

	19
	Многовходовые элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ КМОП-логики





Бланк выполнения задания 2
Задание 2. Интегральные транзисторы

Практическое задание 3
Тема. Особенности схемотехнического проектирования аналоговых микросхем
Лекция 4. Особенности схемотехнического проектирования аналоговых устройств
Лекция 5. Базовые каскады аналоговых схем
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf.  Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1 
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Виды обратных связей

	2
	Возникновение автоколебаний при охвате усилителя обратной связью

	3
	Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления

	4
	Влияние отрицательной обратной связи на рабочий частотный диапазон

	5
	Влияние отрицательной обратной связи на фазовый сдвиг усилителя

	6
	Влияние отрицательной обратной связи по напряжению на выходное сопротивление

	7
	Влияние отрицательной обратной связи по току на выходное сопротивление

	8
	Влияние обратной связи на входное сопротивление

	9
	Влияние положительной обратной связи по току на выходное сопротивление

	10
	Влияние частотно-зависимой обратной связи на устойчивость усилителя

	11
	Влияние обратной связи на шумы и помехи

	12
	Усилительный каскад с динамической нагрузкой

	13
	Каскады повторителей на биполярных транзисторах

	14
	Каскады повторителей на полевых транзисторах

	15
	Усилители напряжения и повторители на операционных усилителях

	16
	Однофазные дифференциальные каскады

	17
	Выходные каскады интегральных микросхем 




Бланк выполнения задания 3

Задание 3. Особенности аналоговых микросхем

Практическое задание 4
Тема. Проектирование печатных плат 
Лекция 7. Проектирование печатных плат
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf. Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 4.1.
Таблица 4.1 
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Виды печатных плат

	2
	Элементы печатных плат

	3
	Многослойные печатные платы

	4
	Способы нанесения изображения печатных проводников

	5
	Материалы для изготовления печатных плат

	6
	Рекомендации по конструированию печатных плат

	7
	Рекомендации по параметрам печатных проводников

	8
	Расположение и установка компонентов на печатной плате

	9
	Требования к монтажу компонентов на печатную плату

	10
	Требования к печатным узлам

	11
	Трассировка соединений на печатной плате. Волновые алгоритмы

	12
	Трассировка заблокированных соединений при волновом алгоритме

	13
	Малоповоротные алгоритмы трассировки соединений на печатной плате

	14
	Способы создания токопроводящего слоя на печатной плате

	15
	Рекомендации по параметрам отверстий и контактных площадок на печатной плате




 
Бланк выполнения задания 4
Задание 4. Логические элементы на транзисторах с ключевым режимом работы


Практическое задание 5 
Тема. Проектирование и технология интегральных электронных компонентов
Лекция 8. Проектирование и технология плёночных и гибридных интегральных электронных компонентов 
Лекция 9. Проектирование и технология полупроводниковых интегральных электронных компонентов
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf. Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1 
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Гибридные интегральные схемы

	2
	Соединения на гибридных интегральных схемах

	3
	Соединения на плёночных интегральных схемах

	4
	Интегральные плёночные резисторы

	5
	Интегральные МОП-конденсаторы 

	6
	Интегральные плёночные конденсаторы и катушки индуктивности

	7
	Размещение ячеек полупроводниковых микросхем

	8
	Трассировка соединений между ячейками полупроводниковых микросхем 

	9
	Подготовка заготовок микросхем

	10
	Основы литографии. Виды литографии

	11
	Маски, фоторезисты и фотошаблоны 

	12
	Технологическая операция эпитаксии

	13
	Технологическая операция диффузионного легирования

	14
	Технологическая операция ионного легирования

	15
	Технологическая операция химического травления 

	16
	Технологическая операция нанесения толстых плёнок

	17
	Технологическая операция нанесения тонких плёнок





Бланк выполнения задания 5
Задание 5. Специальные логические элементы 


Практическое задание 6
Тема. Технологические процессы создания интегральных транзисторов
Лекция 10. Технологические процессы создания интегральных транзисторов
Задание
Написать эссе на заданную тему.
Рекомендации по выполнению задания
Объём отчёта по заданию – не более 5 страниц. Формат .pdf. Шрифт Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Темы индивидуальных заданий представлены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Темы индивидуальных заданий
	Вариант
	Темы эссе

	1
	Способы электрической изоляции элементов полупроводниковых интегральных микросхем

	2
	Варианты изоляции элементов полупроводниковых интегральных микросхем обратносмещённым p-n-переходом

	3
	Варианты изоляции элементов полупроводниковых интегральных микросхем диэлектриком

	4
	Последовательность технологических операций формирования изоляции электронных компонентов диффузией к подложке

	5
	Последовательность технологических операций формирования изоляции транзистора диффузией к коллектору

	6
	Последовательность технологических операций формирования биполярного транзистора методом тройного легирования

	7
	Последовательность технологических операций формирования эпитаксиально-планарного транзистора

	8
	Последовательность технологических операций формирования изолированных диффузионных резисторов

	9
	Последовательность технологических операций формирования изолированных МОП-конденсаторов

	10
	Стадии технологических операций диффузии акцепторной примеси при формировании слоя базы изопланарного n‑р‑n‑транзистора

	11
	Последовательность технологических операций формирования транзистора, изолированного плёнкой диэлектрика

	12
	Последовательность технологических операций формирования изопланарного интегрального n-р-n-транзистора

	13
	Структура изопланарного интегрального n-р-n-транзистора

	14
	Последовательность технологических операций формирования МОП-транзистора

	15
	Сборочные операции при производстве микросхем





Бланк выполнения задания 6
Задание 6. Функциональная электроника и элементы запоминающих устройств
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